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C31025C GaAs 0.2—0.94 450 1250 <1.5 28 i B
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J Ga(AsP) [0.15—0.8 400 1250 <1.5 28 oy g
K (InGa)As | 0.2—1.0 300 1250 <1.5 28 B B
M (18Ga)As| 0.2—1.03] 200 1250 <1.5 28 ey B
N (InGa)As| 0.2—1.1 100 1250 <1.5 28 iy B
C31034 GaAs 0.2—0.94 500 1500 <2.5 51 sy B
C31U34A GaAs 0.2—0.94 1000 1500 <2.5 51 e B X
B (InGa)As | 0.2—1.0 300 1509 <2.5 51 ey B
C (InGa)As | 0.2—1.03] 200 1500 <2.5 51 sy 8
D (InGa)As | 0.2—1.1 100 1250 <2.5 51 suay B
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